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PRESENTACION POSTER

ALGUNOS EJEMPLOS DE APLICACION DE LA ESPECTROSCOPIA AUGER AL ANA-
LISIS DE LA COMPOSICION QUIMICA DE SUPERFICIES SOLIDAS.

GRUPO DE FISICA DE SUPERFICIES
DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID (*)

RES U ME=N

En este panel se muestran algunos ejemplos, tomados de traba-
jos recientes efectuados primordialmente en nuestro laboratorio, -
de aplicacién de la técnica Auger al estudio de la composicién qui-

mica de:

i) La superficie de un material E puro
( con sustancias adsorbidas

ii)La regidn del volumen cercana a la superficie de un mate-

rial, mediante la realizacidn de un "perfil de profundidad".
Entre los ejemplos que se muestran figuran:
1. Distribucién de oxigeno en muestras de paladio (*).

2. Segregacidn y precipitacién de impurezas no metdlicas en super-

ficies de metales.

3. Oxidacidn de silicio.

(*) E1 18T ejemplo en colaboracidén con J. GINESCA(I,Q.S.Barcelona).
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El objeto de la presente comunicacién esel de llamar la atencién
de personas no especializadas en el campo de Fisica de Superficies -
acerca de las posibilidades de la Técnica Auger como medio de anidli-
sis de la concentracidn de especies quimicas cerca de la superficie
mediante la exposicidén de algunos ejemplos recientes del trabajo de

nuestro laboratorio.

1. Distribucidn de oxigeno en muestras de Pd

El origen de este trabajo se encuentra en los estudios electro-
quimicos de muestras de Pd oxidadas en distintas 6ondiciones(funda-
mentalmente medio "acido" y medio "bdsico'") que se llevan a cabo en
el Instituto Quimico de Sarrid. Con objeto de obtener una descrip-
cién microscopica de los sistemas correspondientes, se llevd a cabél)
un andlisis Auger en profundidad (''depth profiling'") de la muestra -
mediante bombardeo de iones y exploracién electrénica simulténea. Pa
ra ello se midieron simultidneamente en funcién del tiempo de "sputte-
ring" las alturas de los picos Auger del Pd (E = 303 eV), del O Vi o=
también del contaminante C, que aparece en considerable cantidad, po-
siblemente debido a contaminacién de la muestra con monéxido de car-
bono. Una vez llevadas a cabo las oportunas correcciones, la altura
de cada pico es proporcional en primera aproximacidén a la concentra-
cion del elemento en cuestién. La concentracidn de oxigeno en funcién
del tiempo de "sputtering" (o lo que es igual, a la profundidad) para
ambos tipos de muestra: 4cida y bdsica, se muestra en 1la Biol - Be =
e observa que para la muestra -
- "dcida" la concentracién de -
\ A AcIpA oxigeno decae rdpidamente con
la profundidad. La flecha de

la figura corresponde aproxi-
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madamente a una monocapa de -
profundidad. Por el contrario,

en la muestra''basica'" se en-

\L % cuentra oxigeno en cantidad
1 = A A apreciable hasta profundida-
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S tiempo de
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des equivalentes a centenares
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2. Segregacidn y precipitacidon de impurezas no metalicas

en superficies de metales.

El fendmeno de segregacion de impurezas en superficies meta-
licas es de gran importancia técnica. En efecto, sucede con fre-
cuencia que la concentracidén relativa de una determinada impure-
za en la superficie no guarda relacidén directa con laconcentra-
cién correspondiente en el volumen y una medida exclusivamente
de esta Giltima puede resultar ineficaz (o incluso causante de

error) para el estudio de determinados procesqs superficiales.

A titulo de ejemplo (Fig. 2) mostramos (2) la evolucidn de
contaminantes cerca de la superficie de unamestra de cobre pre-
viamente pulida con HzPO, cuando dicha muestra es sometida a los

°
tratamientos siguientes: (i) Recocido a T = 380 C.(ii) Bombardeo

con electrones de 2 KeV (corriente electrdnica 15/4A].

N'(E)A Cobre

#/,fa/\/—fTT) La curva (1) muestra la regidn

del espectro en torno a 100 eV,

en la que solamente se observa

/ﬁd/\J/\,\///" el pico C del cobre a 103,5 eV.
(2) OxIgeno ge trata de la muestra no-conta

minada en superficie. La curva
(2) muestra el resultado de un
t, oo om ,uf\Jf\\/\p/F '/\j/\/// recocido a 380°C durante 5 min.
Se aprecian los picos marcados
: f*/ﬁv/\r/jVVKCSJ(NM/N\/r A,B,D que se puede demostrar -
= ’\h/ﬁu/" corresponden a un O0xido de fos-
t. :125”/~4/lfp\ﬂ//' : foro segregado a la superficie.
'
q

Como comprobacidén se muestra -

también la regidén de alrededor
E:(:V) de 500 eV en la que aparece el

Fig. 2 caracteristico pico del oxigeno,

inexistente antes del recocido.

El bombardeo con electrones en tiempos crecientes, tes (cur-
va 3) conduce a profundas modificaciones en el espectro. Dichas

modificaciones pueden interpretarse admitiendo que el haz electréd-
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nico disocia el compuesto fosforo-oxigeno liberando el oxigeno
(obsérvese la disminucidén del pico del oxigeno a 503,5 eV) y -

dando lugar a fésforo quimisorbido (picos E,F,G).

En resumen, la técnica Auger permite seguir laevolucién tan-

to de las especies quimicas como de sus presumibles compuestos cer-
ca de la superficie.

55 Oxrdacion del silicio

El pico Auger principal del silicio puro aparece a 92 eV. -
Cuando el silicio se oxida, dicho pico se transforma en otro que
aparece tipicamente a 82 eV. Esta disminucién de energia puede in-
terpretarse en términos de la aparicién de un 'gap" aislante al -
pasar de Si a §i0,.

|
fqu (E) ﬁ La Fig. 3 muestra un ejemplo (3)

3 v La) de un estudio de laevolucidn de
== (b) dicho pico en el curso de un tra-
- (c) tamiento con oxigeno de una muestra

de silicio. Obsérvese que es posi-

ble distimguir las distintas etapas.
(d) (a): Fraccidén de monocapa (@ < 1)

(b): Una monocapa ( @ ~ 1)

(c): Formacién de SiO

(d)xSi0

2

2
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